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บทคัดยอ 

  
 ในการศึกษานี้ไดศึกษาผลของสารเจือตาง ๆ ท่ีมีผลตอโครงสรางและสมบัติของวาริสเตอรท่ีมี 
ทินออกไซดเปนหลัก  โครงสรางทางจุลภาคของตัวอยางทินออกไซดท่ีเจือดวยสารตาง ๆ ท่ีมีการเผา 
ซินเตอรท่ีอุณหภุมิตาง ๆ ภายใตการสังเกตดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดพบวา 
ขนาดเกรนเฉล่ียเพิ่มข้ึน แตไมมากนักเม่ือเปล่ียนอุณหภูมิในการซินเตอรจาก  800 องศาเซลเซียสเปน  

850  องศาเซลเซียส เม่ือทําการเปรียบเทียบในแตละตัวอยางแลวพบวาตัวอยางท่ีมีสารเจือเปนบิสมัส 
ออกไซดในปริมาณมากจะมีขนาดเกรนใหญกวาตัวอยางอ่ืน ๆ จึงคาดการณไดวาบิสมัสออกไซดนาจะ 
เปนตัวท่ีทําใหเกิดการหลอมรวมของเกรนแตละเกรนไดดีในขณะทําการซินเตอร  จึงทําใหเกิดเกรน 
ขนาดใหญกวาตัวอยางอ่ืน 
 การวิเคราะหดวยเคร่ืองวิเคราะหการเล้ียวเบนรังสีเอกซพบวาตัวอยางท่ีอยูในรูปของผง และ 
ตัวอยางท่ีผานการซินเตอรเปนเซรามิกแลว  มีกราฟท่ีไดจากการวิเคราะหเหมือนกัน   นั่นคือเปนกราฟ 
ในลักษณะเดียวกับกราฟของทินออกไซด  แสดงวาสารท่ีเจือเขาไปไมกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
โครงสรางภายใน  เนื่องจากอาจจะมีปริมาณในการเจือนอยกวาทินออกไซดซ่ึงใชเปนสารต้ังตน 
เปนอัตราสวนท่ีสูงมาก  และเม่ือทําการซินเตอรแลวสารเจือแตละตัวก็ไมเกิดปฏิกิริยาระหวางกัน  
กราฟท่ีไดจึงยังคงลักษณะเดิม 
 การวิเคราะหหาลักษณะเฉพาะของกระแสและความตางศักยของตัวอยางพบวาตัวอยางมีคาสัม
ประสิทธ์ิไมเปนเชิงเสนสูงสุดท่ี α = 17.57 ของตัวอยางท่ีมีองคประกอบ (โมลเปอรเซนต)   98.2 

SnO2 + 0.5 Bi2O5 + 1.0 MnO2 + 0.05 Nb2O5 + 0.25 B2O3  และทําการเผาซินเตอรท่ี 800 

องศาเซลเซียส  และเม่ือทําการเปรียบเทียบกับตัวอยางอ่ืนพบวา ตัวอยางท่ีทําการเจือดวยบิสมัส 
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ออกไซดในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนทําใหตัวอยางมีพฤติกรรมของวาริสเตอรตางจากตัวอยางอ่ืนท่ีมีสมบัติเปน 
เชิงเสน 
 การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพของวาริสเตอรพบวาความหนาแนนของเซรามิกวาริสเตอร 
ชนิดทินออกไซด มีคาเพิ่มข้ึนเม่ือ เติมบิสมัสออกไซดลงไปในปริมาณท่ีมากข้ึน  ซ่ึงคาความหนาแนน 
สัมพัทธของเซรามิกวาริสเตอรชนิดทินออกไซดตํ่าสุดและสูงสุดคือ 47.01 และ 61.06 % 
และคาการหดตัวของเซรามิกวาริสเตอรชนิดทินออกไซดตํ่าสุด และสูงสุดคือ 0.13 และ 7.29 % 
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Abstract 
 
 In this study, the effect of doping on microstructure and properties of  SnO2 based 

varistors were examined. The microstructure of the varistor was studied by electron 

microscopy. The average grain size was found to increase slightly when the sintering 

temperature was changed from 800 °C to 850 °C. In addition, the specimens with higher 

amount of  Bi2O3 had lager average grain size as expected. 

 X-Ray diffraction patterns of both powder and ceramic samples with various 

amount of additives looked the same and are similar to that of the SnO2.  

Investigations of the the current-voltage (I-V) characteristics of all specimens 

revealed that the highest non linear coefficient obtaind was 17.57 of 98.2 SnO2 + 0.5 

Bi2O5 + 1.0 MnO2 + 0.05 Nb2O5 + 0.25 B2O3  (mol%) sintered at 800 °C. 

 The maximum and minimum density of the fabricated were found to be 47.01 and 

61.06 % respectively while the minimum and maximum shrinkage were 0.13 and 7.29 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


